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Аннотация 

Целью данной работы являлось качественное описание поверхностного 

электрического потенциала в кремний-германиевых структурах, который 

позволил сделать выводы касаемо распределения Ge на поверхности Si при 

температурах 850 °C и 900 °C. Для получения данных о поверхностном 

потенциале использовался метод Кельвин-зондовой микроскопии. 

Результаты исследований показали, что температура является важным 

фактором, влияющим на процессы, лежащие в основе роста SiGe структур. В 

качестве основного различия между образцами можно назвать то, что 

образец 1 (900 °С) имеет равномерное распределение германия на 

поверхности, в то время как образец 2 (850 °С) может иметь области на 

поверхности структур, не покрытые германием. Образование углублений по 

периметру высоких структур с высотой больше 200 нм на обоих образцах 

объясняется эрозией кремния, вызванной минимизацией энергии 

кристаллической решетки [1, 2]. Треугольные структуры, выращенные при 

температуре 850 °С, могут иметь повышенную концентрацию германия на 

гранях, происходящую по причине минимизации силы упругого натяжения, 

действующей со стороны подложки [3]. Неизвестными остаются причины 

появления не покрытых германием областей на образце, выращенном при 

температуре 850 °С. 
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